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Dalyko anotacija

Dalyko sando tikslai ir numatomi gebéjimai

Tikslai: jgyti ziniy i§ puslaidininkiy dariniy savybiy, fundamentiniy mechanizmy bei
technologiniy metody, leidzianCiy tikslingai kurti sluoksniuotas hibridines konstrukcijas,
pritaikomas praktiniams prietaisams tokiems, kaip spinduliuotés Saltiniai, detektoriai, fizinio ir
cheminio poveikio jutikliai, energijos Saltiniai (saulés elementai) ir integruotos autonominés
sistemos, paremtos optiniy, elektriniy, magnetiniy bei mechaniniy poveikiy keitimu |
elektroninj signalg. Ugdomi gebéjimai: savarankiSkai atsirinkti bei suvokti esming informacija,
randamg jvairiuose Saltinuose, ja pritaikyti savoms problemoms spresti, o taip pat tikslingai
panaudoti jgytas akademines Zinias kvalifikacijos kélimui, mokslinés veiklos vystymui ir
inovatyviy produkty kiirimo bei tobulinimo procesy praktinei plétrai.

Dalyko sando turinys — pagrindinés temos

1. Puslaidininkiniy medZziagy struktiira ir susijusios savybés. Pernasos reiskiniai:

- puslaidininkiniy kristaly ir sluoksniy formavimosi modeliai, auginimo metodai;

- struktiira, elektronings ir fotoninés savybés, kriivio pernasa.

2. Daugiasluoksniai ir daugiakomponenciai dariniai. Juosty inZinerija:

- kvantiniai dariniai: duobés, supergardelés, gijos, taskai;

- tikslinis elektroninés sandaros keitimas (,,band-gap-engineering*); A2B6 ir A3B5 lydiniai bei
kietieji tirpalai; energetinés elektrony biisenos kvantinio ribojimo salygomis; biiseny tankio
funkcijos kvantiniuose dariniuose.

- tuneliniai reiSkiniai, juosty trukiai, kvantiné pernasa (magnetinio lauko poveikis 2D
elektronams, Subnikovo de Haazo matavimai, kvantinis Holo reiskinys).

- heterosandiiros ir jy savybes.

3. Optinés kvantiniy dariniy savybés:

- eksitonai ir seklios priemaiSos kvantiniuose dariniuose;

- absorbcija, optiné emisija, Suoliai tarp pajuosciy;

- Blocho osciliacijos, kvantinio ribojimo Starko efektas.

4. Plonasluoksnés technologijos ir ju taikymai:

- plonyy sluoksniy auginimo mechanizmai ir modeliai: epitaksija, jtempti sluoksniai,
padéklosluoksnio saly¢io svarba, sluoksniy adhezija, nanoklasteriai — augimo uzuomazgos,
polikristaliniai  sluoksniai, tarpgranuliniy sandiiry formavimasis, sluoksniy savybiy
charakterizavimo metodai;

- planarinés konstrukcijos kontakty metalas-puslaidininkis formavimas, charakteristiky
testavimas, elektriniy savybiy ypatumai; - plonasluoksniy planariniy lauko tranzistoriy
formavimo metodai, matmeny maZinimo galimybés ir fundamentiniai bei technologiniai
apribojimai; izoliuojancios ir pasyvuojancios dangos




- optoelektroniniai prietaisai ir jy charakteristikos;

- plonyjy sluoksniy auginimo ir formavimo technologijos: PVD, CVD (PECVD), MOCVD,
MBE, ALD;

- litografija (fotolitografija, lazeriné, e-spindulio, rentgeno), litografijos procesai; funkciniy
dariniy formavimas ésdinimu ($lapias cheminis ésdinimas, sausas plazminis ésdinimas);

- CMOS technologijos principai ir sistemy integravimas; Svaros zona, bendri veiklos principai.
5. Medziagy ir nanodariniy tyrimo metodai:

- struktliriné analize: rentgeno struktiiriné analizé;

- cheminés sudéties analizé: XPS, .RBS, ESCA, SIMS, Oz¢ spektroskopija.

- mikroskopijos metodai: optiné mikroskopija, SNOM, SEM, TEM, skenuojanciojo zondo
mikroskopijos metodai,

- katodo- ir fotoliuminescencijos tyrimai, Ramano spektroskopija, FTIR spektroskopija,
elipsometrija.

6. Naujos medziagos ir technologijos:

- nanostruktiirintos medziagos ir dariniai, hibridiniai dariniai ir jy formavimo technologijos nuo
pagrindo aukstyn (,,bottom-up*) principai, savitvarkis formavimasis;

- dvimaciy atominio storio medziagy (grafenas, pereinamyjy metaly dichalkogenidai ir t.t.)
lak§ty gavimo metodai, didelio ploto auginimo technologijos, savybiy tikslinis keitimas ir
taikymai prietaisuose;

- spausdinimo ir raSymo metodai elementams bei sistemoms ant lanks¢iyjy padékly formuoti,
hibridinés sistemy integravimo metodikos; dévimoji elektronika; elektroninés sistemos ant
skaidraus ir lankstaus padéklo.

7. Puslaidininkiniy dariniy pritaikymai, pagristi iSorés poveikio keitimu j iSvesties signala:
- mechaninio poveikio detektavimas: slégis, jéga, pagreitis, srautas; veikimo principai ir atsako
mechanizmai;

- lazeriniai atstumo iki objekto matavimo prietaisai, veikimo principai ir pritaikymai;

- aplinkos cheminés sudéties detekcijos metodai, jutikliai ir veikimo principai: varziniai dujy
jutikliai, jonus detektuojantys lauko tranzistoriai, foto-spektrometrai;

- IR, vis bet UV srities spinduliuotés Saltiniai (emiteriai) ir detektoriai;

- plonasluoksniai fotovoltiniai elementai; daugiasandiiriniai saulés elementai.
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Dalyko atsiskaitymo bitidas

Mokymo metodai

Pagrindiné dalyko studijy forma — savarankiSkas darbas.

Konsultacijos rengiamos individualiu susitarimu pagal pasirinktg temg arba atskirus klausimus.
Atsiskaitymo reikalavimai

Atsiskaitymas — referatas pagal i$ anksto suderintg tema, apimancia pagrindinius sando temy
klausimus ir susijusig su doktorantiiros studijy bei planuojamos daktaro disertacijos tema.
Referato bendra apimtis — ne daugiau 30 psl. (A4 lapas, Times New Roman 12pt, tarpai tarp
eiluciy — 1). Gali biiti suformuluoti 2-3 klausimai i§ sando temy, kurie turi biiti detaliau
1Snagrinéti referate.

Vertinimo budas

Egzaminas - referato pristatomas komisijos posédyje praneSimu su skaidruolémis, nevirsijanciu
30 min, ir atsakymai j komisijos nariy klausimus bei diskusijos praneSimo tema. Egzamino data
nustatoma bendru sutarimu, suderinus referato tema. Pazymio sudétis: referatas — 3 balai,
praneSimas — 3, atsakymai j klausimus ir diskusijos — 4 balai.
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